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E. BARAŃSKA, J. PONIATOWSKI i E. ZALEWSKI: Otrzymywanie monokryształów niobianu litu metodą 
Czochra Iskiego 

Metodą Czochrolskiego otrzymano monokryształy niobianu litu. Wyciągano je z tygla platynowego z 
prędkoicią 6-12 mm/godz. Kryształy zarodkowane na drucie platynowym rosły w kierunku [l 1 - 4 ] two-
rzącym kąt 12° z osią krystalograficzną c. Omówiono niektóre rodzaje niedoskonałości strukturalnych oraz 
wpływ parametrów technologicznych i własności ciekłego niobianu litu na proces wyciągania. 

M. KUSOWSKI i J. BOGACKI: Otrzymywanie antymonu o czystości wyższej niż 6 N 

W artykule dokonano krótkiego przeglądu prowadzonych przez różnych autorów procesów destylacji i 
topienia strefowego antymonu. Opisano metodę oczyszczania antymonu do czystości wyższej niż 6 N, 
z podaniem parametrów procesów i wyników analizy materiału po poszczególnych etapach oczyszczania. 

M. LEJBRANDT i K. KALISZUK: Bodania nad otrzymywaniem porowatego szkieletu wolframowego metodą 
spiekania aktywowanego 

W artykule przedstawiono metodę otrzymywania szkieletów wolframowych przeznaczonych do wykony-
wania styków elektrycznych poprzez nasycanie struktur porowatych żądanymi materiałami. Przedstawiono 
wpływ ciśnienia prasowania na własności fizyczne spieku WNiCu, wpływ czasu spiekania no własności 
fizyko-mechaniczne spieku i wpływ czasu odparowywania miedzi ze spieku WNiCu na własności fizyko-
mechaniczne szkieletu wolframowego. 

L. GŁADYSZEWSKI: Masowo-spektrometryczne bodanie adsorpcji tlenu na powierzchni wolframu 

W pracy podano krótki opis zjawiska jonizacji powierzchniowej tlenków lantanu, ceru, prazeodymu i 
neodymu oraz podano wyniki badań własnych nad adsorpcją tlenu na powierzchni wolframu. Pomiary wy-
konywano techniką spektrometrii mas. 

J.T. CHRUSCINSKA: Oznaczanie sodu w BBr3, PCI3 i POCI3 metodą fotometrii płomieniowej 

Opisano metodę oznaczania Śladów Na w BBr3, PCI3 i POCI3 z zastosowaniem fotometru płomieniowe-
go Zeissa model III. Główny składnik usuwano przez odparowywanie w strumieniu suchego argonu. Gra-
nica wykrywalności - odpowiednio wynosi 0,1, 0,15 i 0,3 ppm. 

i. WOLNIK i CZ. JAWORSKI: Oznaczanie tlenu i pary wodnej w gazowym chlorowodorze 

Opisano metody oznaczania tlenu i pary wodnej w gazowym chlorowodorze. Tlen oznacza się metodą 
chromatografii gazowej po uprzednim oddzieleniu HCI w 20% roztworze KOH, parę wodną metodą punk-
tu rosy na podstawie wyznaczonej doświadczalnie krzywej kondensacji dwuskfednikowej mieszaniny: H2O 
- HCI. Dolne granice oznaczalności: O2 - około 0,001% H2O - 0,0008% obj. 

J. NOWACKI i J. KALBARCZYK: Tłoczywa niskociśnieniowe w metodzie prasowania przetłocznego 

W artykule omówiono ważniejsze własności tłoczyw niskociśnieniowych stosowanych do hermetyzacji 
przyrządów elektronowych metodą przetłoczną. Zwrócono uwagę na niektóre parametry tłoczyw mające 
istotne znaczenie dla jakości wykonywanych elementów. 
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MATERIA 
ELQCTRONICZNE Nr 2 1973 

E . EAPAHBCKA, fO. nOHflTOBCKM, E . 3AJ1EBCKM: noJiyxieHMe MOHOKpwcTajiJiOB HModaia 
jiMTHfl no MeTo;iy HoxpajiBCKoro 

BbiTflrMBaHHe MOHOKpucTajiJiOB MeiaHHocJaTa JIHTMH npoMSBOflMJiocB no Meio^iy ^ o x -
paJIBCKOrO B nJiaTMHOBMX THrJIHX CO CKOPOCTBIO 6 - 1 2 MM/qaC. IIpH nJiaTHHOBOii 3 a -
TpaBKe. KPHCTajijiH pacTYT B HanDaBjieHHH [ 1 1 . 4 1 . oOoaayfl c ocBio " C " yroj i 1 2 " . H a -
6;niQaaiOTCH neKOTopHe CTpyKiynHe HecoBepiueHCTBO. MccjieAOBaHO BjnmHwe lexHOJio-
rM^ecKHx napaMeipoB h CBOMCTB «Hi iKoro weTaHHOdaTa JIHTHH na npouecc p o c i a MO-
HOKpHCTaJIJIOB. 

M. KyCOBCKM M K). BOPAUKH: IlGJiy^eHHe cypBMu XHMMqecKoK HHCTOTbi CBHiue 6 n 

B cTaTBe npeacTaBJieH KopoTKHii odaop npoBoaMMHX pasjiH^HUMH aBTOpaMw npouec -
COB ^iHCTHJIJIHUHH H 30HH0M nJiaBKM CypBMH. OnHOaH MeTOfl OIHCTKH CypBMH MO XMMH-
yecKoi i qHCTOTH CBuine 6 N c y^e iOM napaweipoB MpoueccoB m peayjiBiaTOB anajiHaa 
Maiepiiajia nocjie HCCKOJIBKHX a i a n o B oqucTKM. 

M. JIEilBPAHZIT, K . KAMluyK: liccjie^iOBaHiiH, npoBOSMMHe npM nojiy^eHWH nopMCToro 
B0JiB(|)paM0B0r0 cKOJieia, MeT0;!i0M cneKaiHWH 

B CTaTBe npeacTaBJieH MeToa nojiyqeHMH KpucTajiJiM^jecKiix cKejieTOB, AJIH waroTO-
BJieHHH ajieKTpiwecKMX KOHiaKTOB, ny ieM HacumeaHH nopHCTux c i p y K i y p ipedyeMuw 
MaiepHajiOM. lIoKaaaHHO BJiHHHHe aaBJieHMH npeccoBaHHH h speMeHH cneKaniifl na $ h 3 H -
KO-XHMMqecKHe cBOiicTBa cneKaWN iCu , a TaKKe BJiHHHMe speMeHM BunapHBaHMH Me^H 
M3 cneKa WNiCu Ha (|M3iiK0-xMMM^ecK«e CBoiicTBa KpHCTajiJiMtiecKoro cKejieTa BOJiB$pa-
Ma. 

JI. rJlAJIbllllEBCKli: MccjieaoBaHMe MeTO^OM cneHTpoMeipMH Macc aacopCuMH KMCJiopoaa 
Ha noBepxHocTH Bo;iB$paMa. 

B CTaTBe KOPOTKO onHcaHO HBjieHMe noBepxHocTHOii M0HH3aij,MH OKHCJIOB JiaHTaaa, 
uepMH, npaseosMMa, HeoanMa, a Tan ace npe^iCTasjieHH peayjiBTaTti HaniHx uccjie^^OBa-
HHH no a^copdUMH KHCJiopo;5a Ha noBepxHocTH BOJiB$paua. wawepeHMfl npoHSBO^iMJiHCB 
MeTOflOM cneKTpoMeTpHM Macc . 

M.T . XPyCTI/IHLCKA: Onpe^ejieHMe cjie^OB naTpwH B BBr3, PCI3, POCI3 njiaMeHHUM $0T0Me-
TpW^eCKHM JieTOflOM. 

B HacTOflmeK cTaTBe onHcaHH MBTO^UJ onpeaejieHHH cjieflOB Na B BBrj, PCI3, POCI3 
njiaMCHKHM $0T0MeTp0M UaMca Mo^ejiB I I I . OcHOBHue sjieweHTu yaajieHH MeTOflOM Bhina-^ 
poaHHf l . B noTOKe c y xo r o a p r o n a . npe^eji BbiKptiBaeMOCTM B rpaHHuax 
H 3 « I 0 - 5 B e C % COOTBeTCTBeHHO. 

H. BOJILHMK a H, flBOPCKM: OnpeaejieHwe coTiepacaHMH KUCJiopoaa u BOflHHbix napoB B 
raaoodpaaHOM XJIOPHCTOM Bo^iopoae. 

B CTaTBe onHcaHu mctosh onpeaejieHUH KHCJiopoaa m BoaflHux napoB B r a a o o d p a s -
HOM xjiopMCTOM Bo sopo^e . KHCJiopofl onpe^ejifljicfl MeToaoM raaoBo i i xpoMaTorpa^HM n o -
cjie npesBapHTejiBHoro OTZiejieHHH xjiopHCToro Boflopoaa B 20% pacTBope e s K o r o KajMH. 
Bo^HHue napM onpeflejirfioTCH MOTO^OM TO^ikh pocu , onepaflCB na sKcnepraieHTajiBHO 0 -
npeaejiGHHyio HpwByio KOHfleHcauHH aByxKOiJinoHeHTHoa cMecH: H2O-HCI. HHKHHH r p a -
HHua onpesejiMMOCTM: O2 - OKOJIG 0,001%, H2O - 0,0008% no odteMy. 

fl. HOBAUKH, fO. KAJILBAP^HK: nopoiuoK npeccoBaHHS no^ HHSKHM aaBJienweM no Me -
TOiiy jiHTBeBoro npeccoBaHHH 

B CTaTBe npe;zicTaBJieHH ocHOBHue CBOiicTBa nopoiuKOB npeccyeMHX nofl HHSKHM ffa-
BJieHMeM, npHMGHfleMux TiJifl repMeTHsaiiHM 3JIQKTPOHHUX npn6opoB no MOToay jiHTBeBO-
r o npeccoBaHHH. Odpameno BHHMaHHe na neKOTopue napaneTpti npeccoBO' iHux n o p o -
uiKOB, HMeiomHe cymecTBeHHoe SHayeHwe Ka^iecTBa MaroTOBJiHeMux sjieweHTOB. 
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iSmHi 

M. G . MILWIDSKIJ, J. N . WORONOW: World state of tecVinology of GaAs bulk single-crystal growing 

The paper contains a discussing on technology of GaAs single-crystal growing by L.E.C. technique and hori-
zontal method. Disadvantages and advantages of both methods were analysed. The results of researches were 
presented and basing on these, the technology of high quality GaAs single-crystal growing with wide range 
of physical-electrical parameters and dislocation density not higher than Kpcm"^ were worked out. 

W. ŻDANOWICZ , K. KLOC, A . KAL IŃSKA, A . BURIAN: Preparationand morphology of single crystals of 
A I'D V 

3 2 compounds 

II V 
The technology of preparation single crystals of A B2 semiconducting compounds is described. They belong 
to tetragonal crystallographic system. By means of^microscopic and rentgenographic methods and chemical 
etching the morphology of crystals growth was inwestigated. 

W. PYŻUK, T. KRUPKOWSKI, W. VIETH, T. DROŻDŻ: Investigation of 4,4'-dihexyloxyazoxybenzene-4,4 
-azoxyanisole system by differential thermal analysis 

The method of DTA has been adopted to drow phase diagrams by cooling and heating the solutions of 4 ,4 ' -dihe 
xyloxyozoxybenzene in azoxyanisole. The experimental cerves were compared to data calculated for an ideal 
solution. The polymorphic transition heat of azoxyanisole was estimated. The analysis of thermograms of the 
heated samples provides a method to evaluate the temperature of the liquidus and enables to find the eutectic 
composition. 

P. DRZEWIECKI, A . JASKÓLSKA, A . CZERWIŃSKA: Trends in silicon wafers production 

Actual trends in silicon wafers production are reviewed. The progress in shaping operations, such as slicing, 
etching and polishing is discused. Some economic problems of these process are also mentioned. 

E. RADZISZEWSKA-KĘPKA: Polycrystalline alumina ceramic 

Results of researchsmade inONPMPwith a preparing polycrystalline alumina ceramic /type of LUCALOX/ 
are discussed. The basic properties of this ceramic with the comparison other ceramics of the same kind are also 
given. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosrosi Autor 
o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

1 . Objętoici artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie, z interlinią/ą/co dru 
gi wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na arkuszu nie powinno być więcejcej niż 
31 wierszy p» 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabeibele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/ należy wykonywać osobno /nie w maszynopisi«isie ca-
łego artykułu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej fcj tabeli 
podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia va w języ-
ku polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części, a w częk:i końcowej winny być si sformułc 
wane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału ortykukułu na 
oddzielnie zatytułowane części. 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnimie w 
usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzaćać oddzii 
Inie /niezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezrococzystej 
kolce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery t/ fotograf 
i powiększenie należy podawać no odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografafie łą-
cznie /nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pietierwsze 
litery imon, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania ia i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania n na nu-
mer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. f l j . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itpfp. powin 
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar /SI/ orazjz i in-
nymi obowiązującymi przepisami. 

11 . Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany przez Autora, Poprawek na stronie nie powinno o być 
więcej niż 5. \ 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmicin redakcyjnych, niezbędnych skrótóvów, ko-
rekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Materiałach Elektrycznych" uważany jest za równoznacKzny 

z oświadczeniem Autora, że proca nie było drukowana ani wysyłana do drukowania w żadnym innymm cza-
sopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumieńinia się 
i ewentualnego należnego honorarium. 

WPM " W E M A " . Warszawa 1976. Wyd. I. Nakład 50C+60 egz. Zam. 132C/76-Z/C 
Druk: Zakład Poligraficzny WPM " W E M A " . Zam. 398/76. J-55 
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